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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 3
Назва етапу: Нанорозмірні механізми радіаційно-структурних змін у потрійних стехіометричних і
нестехіометричних системах ХСН

Початок етапу: 01.2013

Закінчення етапу: 12.2013

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02125438

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: (03-244) 3-33-32, 2-15-87

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження
та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 55



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Нанорозмірні механізми радіаційно-структурних змін у халькогенідних склоподібних напівпровідниках

Назва роботи англійською:
Nanoscale mechanisms of the radiation-structural changes in chalcogenide vitreous semiconductors

Реферат українською:
Досліджено радіаційно-структурні зміни у потрійних системах халькогенідних склоподібних
напівпровідників (ХСН) методами вивчення часового розподілу анігіляційних фотонів (ЧРАФ) та
доплерівського розширення анігіляційної лінії (ДРАЛ). Показано, що метод ЧРАФ є обмеженим по точності
для вивчення радіаційно-структурні зміни у ХСН, в той час як метод ДРАЛ з використанням алгоритму Gold
дозволяє з високою впевненістю виявляти радіаційно-структурні зміни у ХСН. З’ясовано, що для стекол
As2S3, Ge9.5As28.6S61.9, Ge15.8As21S63.2 та Ge23.5As11.8S64.7 має місце зменшення концентрації дефектів
вільного об’єму (пустот) після гамма-опромінення зразків. Встановлено, що атомно-розмірна модель на
основі координаційних дефектів знаходить застосування для стекол підсистеми Ge-S потрійної
стехіометричної системи As2S3-GeS2. Для ХСН потрійної нестехіометричної системи As2S3-Ge2S3
радіаційно-структурні зміни, ідентифіковані для стекол підсистеми As-S, є подібними до тих, що
спостережено у As2S3.

Реферат англійською:
Radiation-structural changes in ternary chalcogenide vitreous semiconductors (ChVSs) are investigated by using
positron annihilation lifetime (PALS) and Doppler broadening of annihilation line (DBAL) methods. It is shown that
PALS method is limited upon measurement errors for studying radiation-structural changes in ChVSs, while DBAL
method with Gold algorithm allows a detection of radiation-structural changes in ChVSs with high confidence. It is
found that decreasing the concentration of free-vole defects (voids) upon gamma-irradiation of the samples takes
place for the As2S3, Ge9.5As28.6S61.9, Ge15.8As21S63.2 and Ge23.5As11.8S64.7 glasses. It is established that atomic-
size model based on the coordination defects is applicable for Ge-S sub-system of the stoichiometric As2S3-GeS2
ternary system. In the case of ChVSs of the non-stoichiometric As2S3-Ge2S3 ternary system radiation-structural
changes, identified for As-S sub-system, are found to be similar to that one observed in the As2S3.

Індекс УДК: 537.311.322, 539.216.2

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Цмоць Володимир Михайлович

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Нанорозмірні механізми радіаційно-структурних змін у псевдо-бінарних
системах ХСН

Назва НТП англійською: Nanoscale mechanisms of radiation-structural changes in pseudo-binary systems
of ChVS

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: 73.1 - Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Нанорозмірні механізми для спостережуваних радіаційно-структурних змін у потрійних
стехіометричних і нестехіометричних системах халькогенідних склоподібних напівпровідників.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 2014 рік

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: підприємства радіоелектронної промисловості

Перспективні ринки: Україна, країни СНД та Євросоюзу

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 0
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 0
Очікуваний термін окупності (років): не визначався

Додаткова інформація: на підставі угод
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P.43-44.
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